A 4

TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BYT 51.

Silizium-Mesa-Diode

Anwendungen: Gleichrichter

-

Besondere Merkmale:
@ Glaspassivierte Sperrschicht
® Hermetisch dichtes Gehduse
Abmessungen in mm
2<36 8103
Kathode 5 <082

n
it

als

>26 <4,2 >26

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung, Spitzensperrspannung

BYTS51 A
BYT51B
BYTS51D
BYT51G
BYT51J
BYT 51K
BYT51 M
StoRdurchlaBstrom
tp =10 ms
Periodischer DurchlaRspitzenstrom
DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 2,4
/=10mm, T =30°C Fig. 3

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich
Maximale Wirmewiderstinde

Sperrschicht-Umgebung

=10 mm, T =konstant Fig. 1
auf Leiterplatte im Rastér 25 mm Fig. 2

T1.2/1076.0788 D

@ Niedrige Sperrstrome

UR' URRM
UR' URRM
UR' URRM
UR' URRM
UR' URRM
UR' URRM
UR’ URRM
/FSM
IFRM
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T.

1
Tstg
RthJA
R,

Sinterglasgehause

SOD 57

Gewicht max. 0,5 g
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BYT 51.

Kenngréen
Tj = 25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung .
k=1A
le=1A, Tj=175°C
Sperrstrom
Up = Uppm
Ug =Ugpmr TI =150°C

Ruckwartserholzeit
I,=05A1,=1Ai;=025A

f [T11T] e
! !
Rthua L]
1001 7= konstant
K/W
,/
80 A
60
%
404
20
Fig.1
(0] 10 20 30 mm
[ ——

72

r

Min. Typ. Max.
0,95 1.1 \%
. \
1 pA
100 pA
4 ps
25

Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstéarke: 1,5 mm
RthJASﬂO K/W

Fig. 2 86 3497



BYT 51.

f 88 5067 f 88 5066
lrav T\
Ur=YRrm
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BYT 51.
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mzm%mg{m electronic BYT 52.

Creative Technologien

Silizium-Mesa-Dioden
Anwendungen: Schnelle Gleichrichter und Schalter

Besondere Merkmale:
® Glaspassivierte Sperrschicht @ Niedrige Sperrstrome
@ Hermetisch dichtes Gehause @ Soft-recovery-Verhalten

Abmessungen in mm

8<36 8103
Kathode 8<082
" i
y N Sinterglasgehause
SOD 57
>26 <42 |, =28 Gewicht max. 0,5 g
Bestempelung: Klartext
Absolute Grenzdaten
Sperrspannung, Spitzensperrspannung
BYT52A U Ugrm 50 Vv
BYT52B U Ugam 100 Vv
BYT 52D Ui Ugpm 200 \
BYT 52 G Ug, Upam 400 \Y
BYT52J Upe Uppm 600 v
BYT 52K Ug: Ugam 800 \Y
BYT 52 M Ug: Ugpm 1000 Y
StoRdurchlaRstrom ’
t,=10ms lesm 20 A
DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 2,4 I,y 0,85 A
[=10mm, T =25°C Fig.3  Iay 14 A
Sperrschichttemperatur T, 175 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg —65...+175 °C
Maximale Warmewiderstéinde
Sperrschicht-Umgebung
/=10 mm, TL = konstant Fig. 1 RthJA 60 K/W
auf Leiterplatte im Raster 26 mm Fig.2 R, , 110 K/W

T1.2/1067.0788 D
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BYT 52.

KenngréBen
Ti= 25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung
k=1A BYT52A...BYT52J
r=1A BYT52K BYT52M

Sperrstrom

Uz =Uppm

Up = Uppwr Ti= 150 °C
Rickwiartserholzeit

k=05A I, =1A,i,=025A

1 | I l I ] ] 885065
I !
Rthya ]
100»‘ 1 T,= konstant
K/W
y
80 /
60
/
404
20
Fig.1
(] 10 20 30 mm
| ——

76

Min. Typ. Max.

1.3
1.4

150

200

HA
pA

ns

Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstarke: 1,5 mm

RepgaSNOK/W

Fig. 2

86 3497



BYT 52.

? 86 5343
leav
U =Yrrm
1,6 f<1kHz
A Riha=60K/W
=10 mm
N
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Fig. 3
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BYT 52.

BYT 52 K bis BYT 52 M | 8¢ 3345

? t 86 5340
e N ~TKur
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\
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TELEFUNKEN electronic

Creatrve Technologien

BYT 53.

Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Sehr schnelle Gleichrichter und Schalter

-

Beondere Merkmale:

@ Glaspassivierte Sperrschicht

® Hermetisch dichtes Gehause

Abmessungen in mm

Kathode

2<3,6

m
)|
1

>26

<42

>26

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung, Spitzensperrspannung

BYT53 A

Up =Uggm
BYT53B Ug =Ugam
BYT53C U =Unam
BYT 53D Up=Ugam
BYT 63 F Ug=Upgam
BYT 53 G Ug=Uggm
StoRdurchlaBstrom

tp =10 ms leom
DurchlaRstrom, Mittelwert Fig. 2,4 I.,,

/=10 mm, T =25°C Fig.3  feay
Sperrschichttemperatur Tl
Lagerungstemperaturbereich T o

Maximale Warmewiderstiande
Sperrschicht-Umgebung

/=10 mm, T =konstant Fig-1 Ry

auf Leiterplatte im Raster 26 mm Fig.2 R, ,,

T1.2/1167.0788 D

@ Niedrige Sperrstrome

@ Soft-recovery-Verhalten

Sinterglasgehause

SOD 57

Gewicht max. 0,5 g

50
100
150
200
300
400

20

1.5
175
—65...+175

60
110

<< << <L

>

> >

°C
°C

K/W
K/W
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BYT 53.

KenngréBen

TJ. =25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung
le=1A
l=1AT=175°C

Sperrstrom
Ug =Uggm

U= Upawr 7] =150°C
Ruckwartserholzeit

k=05A/;=1Ai,=025A

885065

Rthaa L]

1004+

T,=konstant

K/W

/

60

20

Fig.1

80

30 mm

Min. Typ. Max.
5
200
50
25

[~

N,

pA
A

ns

Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstérke: 1,5 mm

Ripya<T0 K/W

Fig. 2



BYT 53.

| 1 Urrm
FAV 1<1KHz
i=10 mm
1£ RyhJA=<60 K/W
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Fig.3
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\
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\
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\
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Fig.4
0 50 100 150 °C
Tamb—=
? 87 $7T11
r
T=25°C /.
/ 7
1
A
J
0,5
/
IStreugrenze
01
J
1
0,05 f
Fig.6
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BYT 53.

87 5712

TKur

mV'/°C
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Fig.7
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BYT 54.

Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Sehr schnelle Gleichrichter und Schalter

-

Besondere Merkmale:

@ Glaspassivierte Sperrschicht @ Niedriger Sperrstrom

@ Hermetisch dichtes Gehause @ Soft-recovery-Verhalten

Abmessungen in mm

2<3,6 8103
Kathode 2 <0,82
mn m

1F 1t

>26 <42 >26

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung, Spitzensperrspannung

BYT54 A Up = Uppu
BYT54B Up = Unam
BYT54D Up = Ungm
BYT54 G Up = Upnpma
BYT54J Up = Upngmn
BYT 54 K Up=Upm

BYT54M  Uy=Upggy

StoRdurchlalstrom

tp =10 ms lesm
DurchiaBstrom, Mittelwert Fig.2,4 I,
[=10mm, T =25°C Fig.3 I,y

Sperrschicttemperatur
BYT 54A...BYT 54K T;
BYT 54M T

Lagerungstemperaturbereich
BYT 54A...BYT 54 K
BYT 54 M

Maximale Wiarmewidersténde
Sperrschicht-Umgebung
/=10 mm, T_=konstant Fig. 1
auf Leiterplatte im Raster 256 mm Fig. 2

thJA
thJA

I

T1.2/1375.0788 D

Sinterglasgehduse
SOD 57
Gewicht max. 0,5 g

50 \

100 \

200 \

400 \%

600 Vv

800 \

1000 v

20 A

0,75 A

1,26 A

175 °C

165 °C
—65...+175 °C
—65...+ 165 °C
60 K/W

110 K/W

83



BYT 54.

KenngréBen
Tj = 25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung

k=1A
Sperrstrom

Ug =Uggy

Ur =Uppur 7] =150°C
Riickwartserholzeit

=05 A, lk=1A,i;=0,25A

{ [TTT11
I ]
Rthua [
100‘ 1 TL= konstant
K/W
,/
80 A
60
/]
40414
20
Fig.1
[o] 10 20 30 mm
| ——

84

Min. Typ. Max.
1.5
5
150
100
25

[~

Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstirke: 1,5 mm
RipJa <110 K/W

Fig. 2 86 3497

pA
HA

ns



BYT 54.

1 875718
Ieav
Ur=Utrm
f=50 Hz
1.6 Ryp aS60 K/W
A
1.2 A
N
A\
N
0,8
04 \\
\ Fig.3
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? j‘: E i i !} 875720
| I |
R Ur=URRM 7
y
44
100 7
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Streugrenze‘ 'l
7/
10 -,
y 4
74
Y.
/
v
1 £ /
V4
Fig.5
0,1
50 100 150 °C
T———-

leav
Up=Urrm
0'8 f=50 Hz
A
\\RthJAsno K/W |
\‘
N
0,6
\
N
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\
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\
0,2 \
\
Fig.4
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? 7
y, |
Lz s
y
//
1,0 / /
A
1/
Streugrenze
01 '-/
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0,05 f
/
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Fig.6
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BYT 54.

87 5712
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Fig.7
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BYT 56.

Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Sehr schnelle Gleichrichter und Schalter

-

Besondere Merkmale:
@ Glaspassivierte Sperrschicht

® Hermetisch dichtes Gehause

Abmessungen in mm

8<43 8105
Kathode 2<135
1L Jk

|

il 1F

>26 <42 >26

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung

BYT 56 A U=
BYT 56 B Upg=
BYT56 D Ug=
BYT 56 G Up=
BYT 56 J Ug=
BYT 56 K Ug=
BYT 56 M Upg=
Surge forward current
t,= 10 ms lesm
DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 2, 4 I,
=10mm, T =25°C Fig.3 I,y
Sperrschichttemperatur T,
Lagerungstemperaturbereich Ts‘g
Maximale Wirmewidersténde
Sperrschicht-Umgebung
=25 mm, T =konstant Fig. 1 Ry ja
auf Leiterplatte im Raster 37,6 mm Fig.2 R, ,

T1.2/1466.0788 D

E)
2

E)
<

)
2

E)
E4

E)
E4

S S S S
£ =2

R

@ Niedriger Sperrstrom
@ Soft-recovery-Verhalten

Sinterglasgehause
SOD 64
Gewicht max. 1,0 g

50
100
200
400
600
800

1000

<< <K<

80
1.5

175
—65...+4175

w
S S »>» »

30 K/W
70 K/W

87



BYT 56.

KenngréRen Min. Typ. Max.
7} = 25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung

=3A U, 14 v
Sperrstrom
Up =Ugrm I 5 HA
UR=URRM' T].=150°C /R 150 pA
Rickwartserholzeit
/F=O,5 A, IR=1 A, iR=0,25A t, 100 ns
1 I | l ] 875734 315
! ! I %
Rthua i I ;
B T =konstant | | | 7
30 > !
K/W T o) 50
) . |
|
/] l
20 / 1
/| 2 s
' {
> :
10 ]
Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstarke: 1,5 mm
RthJAS 70 K/W
Fig1 Fig.2 875735
0] 8 16 24 mm
| ——

88



BYT 56.

f l l I 87 5725 €
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BYT 56.
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BYT 77 -BYT 78

Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Schneller “soft recovery” Gleichrichter

Besondere Merkmale;
@ Glaspassivierte Sperrschicht

Abmessungen in mm

6<43 8105

Kathode 2<1,35
1L 1L
Il |
1L i
>26 <42 >26

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung Uy
StoRdurchlaBstrom

tp =10 ms lesm
DurchlaBstrom, Mittelwert

T =45°C Fig. 2,5 I,
Sperrschichttemperatur : Tj
Lagerungstemperaturbereich T

stg

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung

=25 mm, T =konstant Fig.-2 Ry s
auf Leiterplatte im
Raster 37.5 mm Fig.3 Ry a

Kenngréfien
'I'j =25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung

I,=3A U
Sperrstrom

UR IR

U Tj =150°C , lq
Rickwartserholzeit

,=05A1,=1Ai=0256A t,

T.1.2/929.0788 D

BYT 77
800

100

175

-65....+175

30
70

Min. Typ.

@® Hermetisch dichtes Gehause

Sinterglasgehduse
SOD 64
Gewicht max. 1,0 g

BYT 78
1000 \
A
A
°C
°C
K/W
K/w

Max.
1.1 v
5 A
150 A
300 ns

91



BYT 77-BYT 78
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Urrm ||
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Fig.1
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BYT 77-BYT 78
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4 BYT 85

TELEFUNKEN electronic

Creatrve Technologien

Ultra-Fast-Recovery-Silizium-Leistungsdiode

Anwendungen: Schaltnetzteile, Freilauf- und Dampfungsdioden in Motorregelungen

Besondere Merkmale:

® Mehrfachdiffusion ® Glaspassivierte Sperrschicht
® Hohe Spannung ® Kurze Vorwartserholzeit
® Hoher Strom @ Kurze Rickwartserholzeit

Abmessungen in mm

J

48 T— = ==
IIRET B I I 245
f 1

f

1 075201

0 5¢QD3

Lr‘—,‘ ————— Tk = - A
N T
|
0 354+t +34 f———+—4 508
! !
T R e L — K Kathode mit Montage-
3 4
- ) flache verbunden
2,9 47 ’ Kunststoffgehause
58 DO 220
o1re 16 12,2 Gewicht max. 2,6 g

Zubehor: Isolierscheibe Nr. 564542

Absolute Grenzdaten BYT 85-600 BYT 85-800 BYT 85-1000
Sperrspannung, ‘
Periodische Spitzensperrspannung U, Ugpy, 600 800 1000 \%
StoRdurchlaBstrom lesm 80 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom I ., 20 A
DurchlaBstrom, Mittelwert leav 4 A
Sperrschichttemperatur T, 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tslg -65....+ 150 °C

Maximaler Wiarmewiderstand
Sperrschicht-Gehause R, 3 K/W

thJC

T1.2/1538.0788 D

95



BYT 85

Min. Typ.
KenngréBen yp
T’. =25 °C, falls nicht anders angegeben
DurchlaBspannung .
lk=4A U
Ik=4A T=100°C U
] F
Sperrstrom
Uz =Ugpm Iy
UR=URRM,7}=1OO°C Ia
Vorwartserholzeit
l=4A, dl./dt =50 A/ps t, 350
EinschaIt—Uberspannungsspitze, Fig. 1 U 5
Sperrverzugsverhalten, Fig. 2
di
= —F _ =
Ie=4A, o == 100 A/ps, Ug,,, =200 V
Riickwartserholstrom lam 7
Riickwartserholzeit n_ 125
I,=05A1,=1Ai=025A tiem 70
I
? 885978
Up
Uep
110% /
100%
A
e
t ———-
Fig. 1 Einschalt-Uberspannungsspitze
X ¢
3
| &3
dt
Ysarr U___ | N\ |
T \ ] 10%
I

886000

Fig. 2 MeBschaitung

96

Max.

1.8
1.8

10
0,1

80

pA
mA

ns

ns
ns
ns



BYT 85

* 885975 ? e
FAV e
4 Renac=3K/W
A Ry, jp=10 K/ haa=5K/W \ 10 Tease =25°C )
\\HA A 7
NEEAWA :
3 \ 4
\ 1
WHV ;
1 I
2 1
N \ \
\ 01 /
1 \ ‘ ]
Nl Rua=85K/W \ 1
i~ |
N
[ 0,01
0 40 80 120°C 0 08 1.6 2,4V
Up —e
Lmb Tcase — F
T J88 5077
iR
Ur=Urrm
100 /
HA
7
10 .
ra
4
. /|
0.1
40 80 120 °C
i —
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f 886001 ? 886002
IRM fer z
1" 200 \ Tase =25°C
Pra \ k=4A
75 e ns \ UBat: =200V
A\
150
Tease =25°C
5 A p=4A N
Uggqy =200V N
N
100 A
AN
—
2,5
50
0 0]
20 50 100 150 A /s 20 50 100 150 A /us
_ I %
dt dt
1 886003
‘lRm
125
ns
\
\ Tase=25°C
e=4A
100 \ Uggye = 200V
\
75
N
N
N
50
20 50 100 150 A /us
Tdt
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BYT 86

Ultra-Fast-Recovery-Silizium-Leistungsdiode

Anwendungen: Schaltnetzteile, Freilauf- und Dampfungsdioden in Motorregelungen

Besondere Merkmale:
@® Mehrfachdiffusion ® Glaspassivierte Sperrschicht
® Hohe Spannung ® Kurze Vorwirtserholzeit

@® Hoher Strom @® Kurze Ruckwartserholzeit

Abmessungen in mm

0,5'0‘03
4,8 T - - — | % N
[IRESE I T 2’;5
=T R 0,75:01
‘‘‘‘‘ hl
‘ ! [ | e ———
p a— f :
o3+t Hp———+—J
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58 DO 220
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Zubehér: Isolierscheibe Nr. 564542

Absolute Grenzdaten BYT 86-600 BYT 86-800 BYT 86-1000
Sperrspannung, -
Periodische Spitzensperrspannung Uy, Ugpp 600 800 1000 \%
StoRdurchlaBstrom lesm 90 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom /.o, 25 A
DurchlaRstrom, Mittelwert leny 8 A
Sperrschichttemperatur 7] 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65....+ 150 °C

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehiuse R, 2.4 K/W

T1.2/1540.0788 D
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‘BYT 86

Min. Typ.
KenngréRen P
Ti= 25 °C, falls nicht anders angegeben
DurchiaBspannung -
l,=8A Ue
/F=8A,Tj=1OO°C Ue
Sperrstrom
Up=Upam la
UR=URRM,T‘.=100°C Ia
Vorwiértserholzeit
lr=8A, dl/dt =50 A/ps t, 350
EinschaIt-Uberspannungsspitze, Fig. 1 Upp 7
Sperrverzugsverhalten Fig. 2
di
F_ =
I.=8A, F 100 A/ps, Ug,,, =200 V
Rickwaértserholstrom lam 12
Rickwartserholzeit t 150
’ Lrm 110
=05A1,=1Ai=025A t
f 885978
Ug
Upp
110% |
100% |
r
t ——
Fig. 1 Einschalt-Uberspannungsspitze
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Fig. 2 MeRschaltung

100

Max.

1.8
1.8

10
0,2

80

pA
mA

ns

ns
ns
ns



BYT 86
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t 886007 ? 886008
I t
RM
rr \
200 A
12,5 ns
A w\‘
/,/ \‘
150
/f
10 / Tase=25°C | | ™~
/ /F=8Av~ Tase = 25°C
Ugay =200V| | o k=84
/ 10 Ugayy = 200V
/
75 ]
50
5 0 -
20 50 100 150 A /us 20 50 100 150 A /us
o o
. at
? 886009
1f
IRM N
125
ns
100 Tase=25°C
F=8A AN
Ugare= 200V N
75
50
20 50 100 150A /us
_ [o//-J—
dt
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BYT 87

Ultra-Fast-Recovery-Silizium-Leistungsdiode

Anwendungen: Schaltnetzteile, Freilauf- und Ddmpfungsdioden in Motorregelungen

-

Besondere Merkmale:
® Mehrfachdiffusion
® Hohe Spannung
® Hoher Strom

Abmessungen in mm

@ Glaspassivierte Sperrschicht

® Kurze Vorwirtserholzeit

@® Kurze Ruckwiartserholzeit
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Zubehdor: Isolierscheibe Nr. 564542

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung,
Periodische Spitzensperrspannung

StoRdurchlaBstrom

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
DurchlaBstrom, Mittelwert
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause

71.2/1542.0788 D

Kathode mit Montage-
flache verbunden

Kunststoffgehause
DO 220
Gewicht max. 2,5 g

BYT 87-600 BYT87-800 BYT87-1000 -

600

URRM

R’
FSM
FRM

FAV

Tstg

thJC

800 1000 \

100 A

30 A

15 A

150 °C
-65....+150 °C
1.6 K/W
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BYT 87

KenngréRen Min. Typ.
Ti = 25 °C, falls nicht anders angegeben
DurchlaBspannung -
l=15A Ue
/F=15A,7}=100°C U
Sperrstrom
Up = Uzam A
Up=Ugpmr T‘.=100°C le
Vorwiértserholzeit
l=15 A, dl./dt =50 A/ps t. 360
Einschalt-Uberspannungsspitze, Fig. 1 Ugp 7
Spannungsverzugsverhalten Fig. 2
di,
l=15A, i 100 A/ps, Ug,,, =200 V
Rickwartserholstrom lam 10,6
Rickwartserholzeit t, 150
\RM 110
r=05A1,=1A,i=025A -
? 885978
Ue
Yrp
110% |
100% ]
e
t ———
Fig. 1 Einschalt-[)berspannungsspitze
I ‘
%
I e
dt
1
Ugatt U | _'\ — |
' N 0%
I \\
Ugatt it
J IRM - \
886000

Fig. 2 MeBschaltung
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T 886010 T 886011
'"Rm N tr
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12,5 Va ns
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// N
/ 150
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Tease = 25°C
/ Tase=26°C | | | If=15A
F=15A | | | 100 Ugate = 200V
Uty =200V | | |
75
] 50
/
5 ¢]
20 50 100 150 A/us 20 50 100 150 A/ps
F —= _ _F —_—
“dt dt
T 886012
tRm
125
ns A,
N
100 Tase = 25°C . \\
k=15A
Ugayy= 200V
75
50
0 50 100 A/ps
g
dt
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